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(57) Газочутливий сенсор, що містить генератор 

релаксаційних коливань на основі одноперехідно-
го транзистора з резистором R та конденсатором 
С, який відрізняється тим, що як конденсатор та 

резистор використані елементи, величини С та R 
яких узгоджено змінюються залежно від концент-
рації даного газу. 

 

 
Корисна модель відноситься до напівпровід-

никової електроніки, а саме, до конструкції газочу-
тливих сенсорів і може бути використана в при-
строях вимірювальних приладів і автоматики. 

Відомі конструкції сенсорів в вигляді генерато-
ра релаксаційних коливань на основі одноперехід-
ного транзистора (ОПТ), в емітерному колі якого 
включені резистор R та конденсатор С [1-3]. За-
звичай як резистор використовується елемент, 
опір якого залежить від вимірюваної величини (те-
мпература, тиск і т.д.). Відповідно вихідним пара-

метром сенсора являється частота коливань f , 
що визначається формулою: 
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де A  - постійна, вV  і oV  - напруга включення 

емітера ОПТ та його залишкова напруга після пе-

реключення. Газове середовище змінює опір R , 

що приводить відповідно до зміни частоти f  (1), 
яка являється функцією концентрації газу. 

Недоліком цього сенсора є низька газова чут-
ливість, що обумовлено тим, що тільки одна вели-
чина R в (1) залежить від вимірюваної величини. 

В основу корисної моделі покладено задачу 
збільшення чутливості газочутливого сенсора, для 
її вирішення як резистор та конденсатора включені 
елементи, величини R та С яких узгоджено зміню-
ються залежно від концентрації газу, тобто або 
разом збільшуються, або зменшуються. На Фіг. 1 
приведена схема сенсора. Вона складається з 
ОПТ 1 з резисторами 2, 3, 4 та конденсатора 5. 
Через резистор 3 на ОПТ подається живлення, з 
резистора 4 знімається імпульсний вихідний сиг-
нал, частота якого визначається резистором 2 та 
конденсатором 5 по формулі (1). 

Сенсор працює наступним чином. Так же, як і у 
відомому сенсорі [1], при включені джерела жив-
лення конденсатор 5 заряджається через резистор 

2 до напруги вV , після чого напруга на емітері 

ОПТ 1 падає до oV , конденсатор розряджається, 

імпульс струму знімається з резистора 4, після 
чого період коливань повторюється. Якщо як рези-
стор 2 та конденсатор 5 використати елементи, 
величини R та С яких зменшуються залежно від 
концентрації вимірюваного газу в навколишньому 
середовищі, то частота вихідних імпульсів росте із 
збільшенням концентрації газу. Сигнал з сенсора 
може безпосередньо вводитись та оброблятися в 
ЕОМ. 

Експериментальна перевірка дії сенсора від-
бувалася із вживанням ОПТ промислового вигото-
влення (тип КТ-117). Як газочутливі елементи ви-
користовувався тонкоплівковий резистор на основі 

2SnO : Pd та МДН - конденсатор на основі Pd-

SiO2-Si, величини R та С яких чутливі до водню. 
Вимірювання показали, що чутливість сенсора до 
водню в 5-10 разів вища, ніж при використанні в 
схемі тільки одного газочутливого резистора та 
звичайного конденсатора [1]. Економічний ефект 
від використання сенсора на базі одноперехідного 
транзистора в комплексі з газочутливими резисто-
ром та конденсатором полягає в тому, що в при-
строях для виміру концентрації газу в навколиш-
ньому середовищі потрібна менша кількість 
підсилюючих елементів, тобто зменшується вар-
тість пристрою. Технологія сенсора, що пропону-
ється, не відрізняється від технології звичайних 
кремнієвих приладів і він може бути виготовлений 
на будь-якому підприємстві електронної техніки. 
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